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Pauta Auxiliar N°2 CM3302

a) Esquema de la curva de portadores de carga (logaritmo natural) v/s el inverso de la temperatura. Al
aumentar la temperatura (nos movemos de derecha a izquierda)
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(iii): Aumenta la densidad de portadores de carga

extrinsecos producto de la temperatura. La
conductividad es dominada por los portadores
extrinsecos.

(ii): Se alcanza el agotamiento si es tipo n (o
saturacion si es tipo p) de los dopantes, por lo que la
cantidad de portadores de carga totales se mantiene
relativamente constante. Es posible una leve
disminuciéon producto de recombinacién de
portadores de carga

(i): La energia es suficiente para mover portadores
intrinsecos desde la banda de valencia hasta la de
conduccion. La conductividad ahora es dominada por
los portadores intrinsecos y sigue una relacién
exponencial (lineal segin el grafico)

En el caso de semiconductores intrinsecos, la conductividad aumenta de forma exponencial con la
temperatura (tltima etapa de un semiconductor extrinseco).

Con respecto a los defectos, éstos aumentaran la conductividad si se trata de dopantes, y la disminuiran si

no, producto de la distorsion de la red cristalina.
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En un semiconductor intrinseco, un electron en la banda de valencia

—|_ Electron debe saltar hacia la banda de conduccion, y para ello debe recibir una

g —__| Holein
-0 e
o valence
-0
- band
-G
-
(b)
= =
c
= _
5 -
o= r Donor state
o
B
z : ¢
© —0-
Lo 8-
-
o
(a)
c —
3=l _
o _
SE —
23 —
5 _
@ —
kg
J« —-=———1 Acceptor
s state
@ }-‘
°o <
Q g <
g -

excitationenergia igual o superior al band gap

%E_- 1 Free electronin N1 UN semiconductor tipo n, se genera un
m= conductionband ~ estado donor de energia Eq cerca de la
banda de conduccion cuyo electron es
capaz de saltar con facilidad a la ésta.
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(b)
— En un semiconductor tipo p, se genera un
= estado aceptor E, cerca de la banda de
valencia. Luego, un electrén de esta banda es
capaz de saltar facilmente al estado aceptor,
dejando un hueco en la banda de valencia
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Un diodo semiconductor es un dispositivo conformado
por dos semiconductores extrinsecos, uno tipo n y otro
tipo p, los cuales se ponen en contacto. Esto determina
tres partes principales en el diodo:

p-side n-side
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Una parte es el semiconductor tipo p, el cual presenta dopaje o @ © S o5
positivo y es una zona rica en huecos, otra parte es el semiconductor @
tipo n, el cual presenta dopaje negativo y es una zona rica en Recombination zone
electrones, y una zona central llamada zona de agotamiento donde ol i
ocurre recombinacion de los portadores de carga. 22[0° 4
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. . -H\"\ | Idinimo de la banda de conduccion |
Al unir los semiconductores, las bandas de ambos se deforman en N
la zona de agotamiento producto de la diferencia de potencial que " —
se produce al haber difusion de portadores de un lado al otro. Ry

~ | Maximo de la banda de valencia |
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Voltage

Si se induce un voltaje directo y alternante, se obtiene a la salida solo
la mitad de la sefal (abajo), lo cual determina la rectificaciéon de la
sefial
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